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Analisis de Datos

Paso 2: Paso 1:

Usar la estructura del Tom_ar mediciones’,, _
modelo para predecir : : construir un modelo fisico

datos de la teoria. E : para describir a la muestra
capa #2 \

capa #1

Datos
Generados substrato D_atos
del Modelo Experimentales

Paso 3:

Comparar los datos generados
y experimentales, ajustar los
parametros del modelo para

minimizar la diferencia.

Ajuste de
Datos




Ejemplos: Efecto de reflexiones en la cara posterior
del substrato sobre las mediciones elipsometricas.
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Ejemplos: ITO sobre vidrio

Datos experimentales
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Ajustes para tres angulos de incidencia
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Efecto sobre las constantes opticas
del ITO

Oscilador de Lorentz generalizado




Ajustes de Ry T en el infrarrojo




Constantes opticas del ITO y

frecuencia de plasma
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Parametros de ajuste y conductividad electrica
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(a) as-deposited gel

(b) Si/Co=7.1 and 3.1, 500°
Si/Co=3.1

Si/Co=7.1

(c) SilCo=1.3, 300°C

Peliculas compuestas Co-SiO,

Sitios tetraédricos y octaédricos

tetraédrico



Peliculas compuestas Co-SiO,
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Formacion de Co,O, sobre SiO,

500 °C

450 °C
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Efecto de la viscosidad de la solucion precursora.
Formacion de Co,O, en la superficie y en el volumen
de SiO.,.
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Compuestos Ni-SiO,

20NiO+80Si0,
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Infrarrojo: SiO, sobre Si
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vidrio

Absorbance (arb.

Compuestos Ni-SiO,

40NiO+60SiO,
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Formacion de particulas de NiO en SIO,

TT=800 °C
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Transformacion de particulas de NiO en
particulas de Ni.
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Formacion de una capa superficial de NiO

v=24.7 cm/min
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Ni:125 nm
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Oxidacion de Niquel
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Oxidacion de Niquel
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Sumario

El analisis de datos o6pticos sobre un intervalo
amplio de longitudes de onda permite determinar
diferentes parametros opticos y microestructurales
de la muestra.

Con lo anterior es posible estudiar el efecto de las
variables del procesamiento sobre las cantidades
de interes.



Incorporacion de diferentes
especies en los poros del SiO,

‘ (R) ORGANIC o/

GROUPING
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